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kommlichen Methoden fertig gestellt.
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Beschreibung

Verfahren52ur Herstellung von Durchkontaktierungen bei Lei-

terplattengebilden

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Durchkontaktierungen gemdBf dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei Verfahren fiir die Herstellung von zwei- oder mehrlagigen
Leiterplattengebilden stellen Durchkontaktierungen im Allge-
meinen und insbesondere Mikro-Durchkontaktierungen auf
kleinstem Raum mit einem Pad-Durchmesser kleiner 200 pum ein
Problem dar. Nach derzeitigem Technologiestand kdnnen bei-
spielsweisekMikro—Vigs mit einem Lochdurchmesser von 75 bis
100 pm und einem Pad-Durchmesser von 250 bis 300 pm gefertigt

werden.

Entsprechende Angaben gehen aus den Unterlagen beispielsweise
der Firma P.C.M. GmbH, Hattsteiner Allee 17, 61250 Usingen,
URL: http://www.p-m-c.de/Produkte/Standardleiterplatten/tech-
rdllp d.htm hervor.

Daneben ist aus dem Dokument WO 2004/015161 Al ein Verfahren
und eine Anordnung zur Bearbeitung von Trigermaterial durch
Schwerionenbestrahlung und nachfolgendem Atzprozess bekannt,
die dazu verwendet werden, die Oberfliche eines Trigermittels
eines Leiterplattengebildes bzw. des Tridgermaterials des Lei-
terplattengebildes aufzurauen, damit eine nachfolgend aufzu-
bringende Kupferschicht auf der entsprechend bearbeiteten O-
berfldche des Tragermittels bzw. dés Trdgermaterials sicher
dort h&lt.

Das Aufrauen der Oberflidche ist insbesondere dann wichtig,
wenn die Kupferschicht kleberlos auf das Trdgermittel bzw.
Trdgermaterial aufgebracht wird und wenn es sich bei dem Tr&-
germittel bzw. Tradgermaterial um Kunststoff wie zum Beispiel

Polyimid handelt.
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Polyimid (PI) wird fiir hochwertige Leiterplattengebilden ver-
wendet, die biegbar, das heiﬁgﬂflexibel sind. Andere Beispie-
le fiir solche Trigermittel sind Polyethylennaphtalat (PEN)
oder Polyester (PET). Fiur starre Leiterplattengebilden kann
als Trigermittel beispielsweise CEMl, FR2 oder FR4 eingesetzt

werden.

Bei bisherigen Herstellungsprozessen fiir die Herstellung von
Leiterplattengebilden werden zum Zeitpunkt der Realisierung
der Durchkontaktierungen Trigermittel verwendet, die schon
kupferbeschichtet sind. Dies hat zur Folge, dass beim Her-
stellen der elektrischen Durchkontaktierung zumindest an ei-
nigen Stellen eine weitere Kupferschichtlage aufgebracht
wird, durch die die Dicke des letztlich erhaltenen Leiter-
plattengebildes erhdht wird. AuBerdem ist der Aufwand fiir das
Aufbringen der ersten Kupferschichtlage quasi redundant er-
folgt. Ein weiterer Nachteil ist, dass die insgesamt erhalte-
ne dickere Kupferschicht nur eine grdbere Leiterbahnstruktur
als eine diinnere Gesamtkupferschicht zuldsst. Im librigen soll
versucht werden, eine weitere Reduzierung des Platzbedarfs
fiir die Durchkontaktierungen zu erreichen, damit beispiels-
weise mehr als bisher auf einer vorgegebenen Flédche des Lei-

terplattengebildes untergebracht werden kdnnen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es somit, ein Verfah-
ren zur Herstellung von Leiterplattengebilden der eingangs
genannten Art anzugeben, das elnen vereinfachten Herstel-
lungsprozess hat, das die Herstellung kleinster Durchkontak-
tierungen ermdglicht, und das auch bei Leiterplattengebilden
verwendbar ist, die kleberlos hergestellt werden und flexibel

sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemédh durch ein Verfahren ge-
16st, das die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angege-

benen Verfahrensschritte aufweist.
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pDanach werden zum Zeitpunkt der Herstellung der Durchkontak-
tlerungen Tragermittel verwendet, die noch keine Kupfer—
schicht ‘auf den Oberfldchen haben. Damit entfallenlbls zu
diesem Zeitpunkt bereits solche Herstellungsschritte, die
notwendig sind, um diese Schichten auf das Trdgermittel zu
montieren. Damit wird das Gesamtverfahren zur Herstellung des
Leiterplattengebildes letztlich vereinfacht.

Vor dem Montieren irgendwelcher Schichten wird an fiir Durch-
kontaktierungen vorgesehenen Stellen des spadteren Leiter-
plattengebildes mit einem Lochherstellungsverfahren zum Her-
stellen jeweils wenigstens eines einzigen Lochs an einer je-
weils betreffenden Stelle wenigstens jeweils ein einziges

Loch erzeugt.

Als Lochherstellungsverfahren kann beispielsweise das Verfah-
ren des Bohrens, des Laserns oder des Durchschielens wvon

Schwerionen eingesetzt werden. Letzteres hat insbesondere den
Vorteil, dass kleinste Durchkontaktierungen realisiert werden

kdénnen.

Mit Hilfe eines sich anschlieBenden Atzprozesses kénnen die
fabrizierten Lécher auf ein gewiinschtes Mah aufgedtzt werden.
Dabei werden; falls das verwendete Lochherstellungsverfahren
es mit sich bringt, dass an einer Stelle gleichzeiltig mehr
als ein einziges Loch nebeneinander erzeugt werden, wie das
beispielsweise beim Beschuss von Schwerionen méglich ist, nah
beieinander liegende Lécher zu einem einzigen Loch gewlinsch-
ter GréBe zusammengeschmolzen. Ein solches Endloch hat dann
beispielsweise einen Lochdurchmesser von 1 bis 3 pm, was der-
zeit das mégliche Kleinstloch fir eine Durchkontaktierung
darstellt.

Erst im nachfolgenden Verfahrensschritt erfolgt die Kupferka-
schierung der Oberflidchen des Tridgermittels bzw. des Trager-
materials des Leiterplattengebildes. Dabei wird gleichzeitig

die elektrische Durchkontaktierung zwischen den Kupferka-
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schierungen durch die im vorherigen Verfahrensschritt herge-
stellten Lécher bewerkstelligt.

Da bisher noch keine Kupferschichten vorhanden waren sind die
Dicken der Kupferkaschierungen minimal. Es lassen sich somit
mit diesen Kupferkaschierungen feinste Leiterbahnstrukturen

herstellen.

AuBerdem haben die kleinen Durchmesser der Durchkontaktierun-—
gen den Vorteil, dass diese beim Herstellen der elektrischen
Durchkontaktierungen vollstidndig mit Kupfer gefiillt werden.
Dies ist vorteilhaft fiir eine mdégliche maximale Stromdichte,
die iiber diese Durchkontaktierungen flieBen kann, und ist
vorteilhaft im Hinblick auf eine plane Oberfldche des Trager-—
mittels. Es miissen daher die Durchkontaktierungen nicht in
einem weiteren Verfahrensschritt extra befiillt werden, um ei-

ne plane Oberfldche zu erhalten.

SchlieBlich kdnnen die weiteren, an sich bekannten Verfah-
rensschritte durchgefithrt werden, um letztlich ein vollstan-

diges gewiinschtes lLeiterplattengebilde zu erhalten.

Da die Durchkontaktierungen sehr klein sind, konnen auf einer
vorgegebenen Fliche des Tradgermittels bzw. des Leiterplatten-—
gebildes entsprechend vermehrt Durchkontaktierungen vorgese-
hen werden. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn das Lei-
terplattengebilde beispielsweise fur Displays verwendet wer-
den soll, bei denen es notwendig ist eine, und das in stetig
steigender Zahl, Vielzahl von Ansteuerungspunkten ansteuern

zZz1 koénnen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand

von Unteranspriichen.

Danach kann als Lochherstellungsverfahren, wie oben schon an-
gesprochen, der Schwerionenbeschuss angewendet werden. Damit

lassen sich, wie oben schon gesagt, kleinste Durchkontaktie-
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rungen realisieren. Werden keine so kleinen Durchkontaktie-

rungen bendtigt, kdénnen die L&cher auch mittels einer Laser-
meﬁhode erzeugt werden. K&nnen die Durchkontaktierungen noch
gréber sein, kénnen die Ldcher auch mittels eines herkémmli-

chen Bohrverfahrens bewerkstelligt werden.

Welter vorteilhaft ist die Mdglichkeit der Verwendung von
flexiblen Materialien wie Polyimid als Tr&agermittel, weil da-
mit flexible Leiterplattengebilden hergestellt werden kdnnen.
Dies sogar mit kleinsten Durchkontaktierungen und feinsten

Leiterbahnstrukturen.

Ein anderer Vorteil ist, dass der Verfahrensschritt des Auf-
rauens der Oberfldche des Tragermittels zur Sicherstellung
der Haftfestigkeit beziiglich der Kupferkaschierungen nicht
vorab erfolgen muss, wenn zur Lochbildung fiir die Durchkon-
taktierungen die Beschussmethode mit den Schwerionen gewdhlt
wird. Die Beschussmethode ldsst sich neben der Herstellung
der Ldcher fiir die Durchkontaktierungen bel entsprechender
Steuerung der Schwerionenabstrahlung gleichzeitig zum Aufrau-
en der Oberfldchen des Tridgermittels verwenden. An Stellen,
an denen nur ein Aufrauen der Oberfldche des Trdgermittels
gewiinscht wird, wird entsprechend weniger intensiv die Schwe-
rionenabstrahlung eingestellt. An Stellen, an denen Durch-
gangslécher gewilinscht sind, erfolgt ein entsprechend ver-
stidrkter Beschuss, so dass die Schwerionen an diesen Stellen
durch die ganze Dicke des Trdgermittels dringen. Damit werden

Kosten und Fertigungszeiten eingespart.

Mit der Moglichkeit des Aufrauens der Oberfldchen des Trager-
mittels ist der Vorteil verbunden, dass das Leiterplattenge-

bilde kleberlos realisiert werden kann.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Hersﬁellung von Durchkontaktierungen bei
Leiterplattengebilden, die aus einem Trigermittel bestehen,
auf dem letztlich alle weiteren Mittel angeordnet werden, mit
denen im Zusammenwirken mit dem Trigermittel das Leiter-
plattengebilde realisiert wird, dadurch gekennzeich-
net, dass ausschlieBlich das Tridgermittel selbst vor dem
Aufbringen der weiteren Mittel an fiir Durchkontaktierungen
vorgesehenen Stellen des spdteren Leiterplattengebildes mit
einem Lochherstellungsverfahren zum Herstellen Jjeweils we-
nigstens eines einzigen Lochs an einer jeweils betreffenden
Stelle beaufschlagt wird, dass nachfolgend ein Atzprozess
durchgefihrt wird mit dem das oder die an den jeweiligen mit
dem Lochherstellungsverfahren beaufschlagten Stellen erzeugte
Loch oder Lécher jeweils insgesamt jeweils zu einem einzigen
gemeinsamen Loch einer gewiinschten GesamtgréBe aufgedtzt wird
oder werden, dass ein Kupferkaschierungsprozess durchgefiihrt
wird bei dem eine vorhandene Ober- und Unterseite des Trager-
mittels, auf denen die weitere Anordnung der weiteren Mittel
zur Bildung des Leiterplattengebildes in spdteren Schritten
vorgenommen wird, kupferkaschiert und gleichzeitig die elekt-
risch leitenden Durchkontaktierungen durch die im vorherigen
Verfahrensschritt erzeugten Lécher fabriziert werden, und
dass anschlieBfend alle weiteren Schritte zur Realisierung des

vollstédndigen Leiterplattengebildes realisiert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass bei dem Lochherstellungsverfahren ein Schwerio-

nenbeschuss durchgefiihrt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Tragermittel eine Polyimidfolie ver-

wendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-

zelchnet, dass beim Schwerionenbeschuss gleichzeitig ein
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Aufrauen der dem Beschuss zugewandten Seite der Oberfliche
des Trdgermittels mit einem jeweils entsprechend angepassten
‘Schwerionenbeschuss durchgefithrt wird.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Leiterplattengebilde als kle-
berloses Leiterplattengebilde realisiert wird.
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